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La Invencion que
Cambio el Mundo

En 1947, en los Laboratorios Bell, los
cientificos Walter Brattain, John Bardeen y
William Shockley crearon el primer
transistor. Este dispositivo reemplazo a las
grandes y calientes valvulas de vacio,
marcando el inicio de la “era de la
electronica de estado s6lido”.

© Eslaunidad fundamental de todos
los microprocesadores y
microcontroladores modernos.

1946
Vélvulas de Vacio
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El Poder de lo Invisible
Manipulacion y Miniaturizacion

La revolucion digital se basa El transistor permite Su funcionamiento se basa

en una premisa simple: hacer controlar el flujo de electrones en los principios de los
ordenadores mas potentes con precision extrema en semiconductores y el
haciéndolos mas pequenos. espacios microscopicos. comportamiento del diodo.
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La Base Teorica:
Estructura Atomica

Toda la materia se compone de atomos
(nacleo de protones/neutrones rodeado
de electrones).

Capa de Valencia: Es la capa mas
externa. Los electrones aqui determinan
si un material es conductor, aislante o
semiconductor.

El Silicio: Un semiconductor con cuatro
electrones de valencia, ideal para crear
estructuras cristalinas manipulables.

Nucleo

Capade
Valencia
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Los Ingredientes: Creando Semiconductores
El Proceso de Dopaje

Material Tipo N Material Tipo P

Exceso de
Electrones

Libres
—? O ? O ? O (F @,
Se anaden impurezas para crear cargas Se crea una deficiencia de electrones. Los
negativas listas para moverse. ‘huecos’ actian como cargas positivas.
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Estructura Interna: El Modelo
"Sandwich"

Emisor Colector

(Tipo N) (Tipo N)
1. Emisor: Region fuertemente 2. Base: Region central muy 3. Colector: La region mas
dopada, llena de electrones delgada, con exceso de huecos. grande, recibe el flujo de
libres. electrones.
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El Fenomeno de la Union:
La Barrera Invisible

Material Tipo N Material Tipo P Material Tipo N

©06 068® TN N
::: :g para llenar huecos.
e b e Claat e, e
::: :~ eléctrica.

Zona de
Agotamiento

Resultado: El paso esta
bloqueado para el resto de
los electrones.
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Experimento A: El Intento Fallido
Conexion Colector-Emisor (Sin Base)

Emisor Base Colector
(TipoN) (TipoP)  (Tipo N) El Problema:

./.’ W Al s

gq - atrae a los electrones, la

barrera interna impide el
paso.

Resultado: Circuito
_ I Abierto. No hay
corriente (I = 0).

Fuente Grande



Experimento B: La Llave de Acceso
Activacion Base-Emisor

Depletion zone

Base
(Tipo P)

Electrones ; a5
Polarizacion

Directa

— o+

Fuente Pequena

Conectamos una fuente
pequena entre Base y
Emisor.

El Objetivo: Empujar a
los electrones con fuerza
suficiente para vencer la
primera barrera.
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El Umbral de Activacion: 0.7 Voltios

Corriente de Base (/)

0.7V (Silicio)
Voltaje Base-Emisor (VzE)

e Para que la "magia" ocurra,
debemos superar un limite
fisico.

e La barrera de potencial
interna es de aprox. 0.7 V.

e S1 Vg > 0.7V, la zona de
agotamiento se rompe.

& NotebooklLM



Rompiendo la Barrera

Zona de Agotamiento « Zona de agotamiento

colapsa.
Emisor :.. : -|->P . . . Base
ISR Y e oJ—>;. : g o PP} . Electrones del Emisor
o ool ° o inundan la Base.
Q o'—r’o ® o
—
° Iy « La Base es muy delgada:
iLa mayoria de los
— | + electrones quedan libres!

Fuente Pequena
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El Efecto Transistor: Control Total

Emisor Base Colector
(Tipo N) (Tipo P) (Tipo N)

+
— Fuente
2 Grande

Fuente Pequena Corriente de Base (I)
= s

La pequena corriente de Base abre la compuerta.
La gran atraccion positiva del Colector captura a los electrones.
Resultado: Una pequena accion (Iz) controla un flujo masivo ().
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Analogia Hidraulica

Suministro de Agua = Emisor Salida a Presion = Colector
[ v |
C Grifo = Basel
B Suministro Grifo Salida
de Agua (Base) \‘ a Presion
Transistor NPN (Emisor)  Suministro de Agua = Emisor  (Colector)

Una pequena fuerza de control en el Grifo (Base) libera un gran
flujo desde el Suministro (Emisor) hacia la Salida (Colector).
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Aplicaciones Practicas: ¢ Para que sirve?

Interruptor (Digital)

01011

Logica Binaria.
Sin corriente = 0,
Con corriente = 1.

Amplificador (Analogico)

AT
oA

Audio y Radio.
Pequenas variaciones se replican
con mayor energia.
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Resumen: El Atomo como Interruptor

Estructura: Sandwich NPN
con barreras naturales.

C

CO“ﬂl_Ctm La zona de B Solucién: 0.7V en la Base
agotamiento bloquea la romben la barrera
energia. . :

E

Resultado: Controlamos grandes
energias con sefiales diminutas.

Hemos convertido un cristal de silicio en la llave maestra de la era digital.
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